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概述

LP3525B是一款具有极快关断速度的双通道 LLC
同步整流控制芯片。

LP3525B驱动两路 NMOS，且采用特有的 VDS电压

调节技术，可以达到极快的关断速度，兼容 DCM、

CCM 和 QR工作模式。

LP3525B采用 SOP8L封装。

特点

 隔离型的 LLC同步整流控制应用

 兼容 DCM、CCM 和 QR工作模式

 控制芯片 200V高耐压

 特有的 VDS电压调节技术

 极快的关断速度

 芯片供电欠压保护

 芯片启动前驱动脚防误导通

 外围元器件少

应用

 AC/DC适配器

 PC电源

 LCD、LED TVS

典型应用

图 1 LP3525B典型应用图
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定购信息

定购型号 封装 包装形式 印章

LP3525B SOP8L 盘装
4000颗/盘

LP3525
BXXXX

印章说明：

X：第一个字母代表年份，A：2014 年，B：2015 年，C：2016 年，D：2017 年......按顺序依此类推

X：第二个数字或字母代表周数，第 1 周：数字 1,2345678 依此类推到第 9 周：数字 9。第 10 周开始用

大写字母 A B C......Z,依此类推“Z”代表第 35 周。第 36 周开始用小写字母 abcd......z 依此类推到

本年份的最后一周。

XX：第三个和第四个代表内部序号

管脚封装

图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚名称 描述

VG1 MOSFET 1 驱动脚位

PGND 芯片地

VD1 MOSFET 1 漏极电压检测脚位

VSS1 MOSFET 1 源极连接脚位

VSS2 MOSFET 2 源极连接脚位

VD2 MOSFET 2 漏极电压检测脚位

VCC 供电脚位

VG2 MOSFET 2 驱动脚位
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极限参数(注 1)

符号 参数 参数范围 单位

VD1，VD2 芯片供电端和同步整流电压检测端 -0.7~200 V

VG1，VG2 芯片驱动脚位 -0.3~20 V

VCC
VCC脚位击穿电压 -0.3~38 V

VCC持续工作电压(注 4) <15 V

PDMAX 功耗(注 2) 0.45 W

θJA PN结到环境的热阻 120 ℃/W

TJ 工作结温范围 -25 to 150 ℃

TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃

ESD (注 3) 2 KV

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保

证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电

参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX -
TA)/ θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3：人体模型，100pF电容通过 1.5KΩ电阻放电。

注 4：VCC超过持续工作电压，功耗可能会超过极限功耗，影响可靠性。
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电气参数(注 5, 6)（无特别说明情况下，VCC=12V，TA=25℃）

符号 描述 说明 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压

VCC_ON VCC启动电压 VCC上升 4.3 5.0 5.6 V

VCC_UVLO VCC欠压保护阈值 VCC下降 4.0 4.6 5.2 V

ICC VCC工作电流 0.75 1.2 1.55 mA

IQ VCC静态电流 0.15 0.25 0.35 mA

控制电路

VON 整流管开通电压阈值[注 7] VDS<VON, 开通 -0.28 -0.20 -0.12 V

VREV 调节电压[注 7] VDS>VREV，VDS=VREV -45 -30 -15 mV

VOFF 同步关断阈值[注 7]

VDS>VOFF@TON<TONMIN

关断
50 100 150 mV

VDS>VOFF@TON>TONMIN

关断
20 40 60 mV

Ton_delay GATE开通延迟[注 7] CGATE=5nF，VGS=2V 200 300 ns

Toff_delay GATE关断延迟[注 7] CGATE=5nF 15 35 ns

Toff_delay_total 总关断延时[注 7] CGATE=5nF 35 80 ns

TONMIN 同步最小开通时间 0.7 1.1 1.6 us

TOFFMIN 驱动最小关断时间 1.1 1.5 1.9 us

驱动电路

VGATE_L 驱动低电压 0.1 V

VGATE_H 驱动高电压[注 7]
VCC>12V 12 14 V

VCC<12V VCC V

I_chg 最大上拉电流能力[注 7] 0.1 0.3 mA

RPull_down 下拉电阻 1.3 2.0 Ω

注 4：典型参数值为 25˚C下测得的参数标准。

注 5：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 该参数由设计保证。
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内部结构框图

图 3 LP3525B内部框图
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电气特性图

VCC Start-up Voltage vs Temperature VCC Turn-off Voltage vs Temperature

VGATE_H vs Temperature VREV vs Temperature
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应用信息

LP3525B是一款具有极快关断速度的双通道 LLC
同步整流控制芯片。LP3525B驱动两路 NMOS，
且采用特有的导通时 VDS电压调节技术，可以达

到极快的关断速度。

启动

LP3525B的VCC连接输出电压正端，当系统上电，

输出电压上升时，给 VCC电容充电，当 VCC的

电压充到开启阈值电压时，芯片内部控制电路开

始工作，控制同步MOS 正常的导通和关断。

同步整流管导通

开关电流经过体二极管时，VDS（VD-VSS）会产生

负压；当 VDS低于开通阈值 VON（典型值-200mV）
时，会有 100mA的驱动电流给MOS 的 GATE 充

电，开启同步MOS。

同步最小导通时间（TONMIN）

当同步开启后，为了避免误关断同步整流。

LP3525B设置了最小导通时间 TONMIN。在 TONMIN

时间内，同步的关断阈值是 100mV，避免因振荡

导致误关。

同步导通阶段

同步导通时，随退磁电流的减小，VDS电压上升。

当 VDS电压上升到 VREV时，会降低驱动电压，使

得MOS管的导通阻抗增大，维持 VDS的导通电压

VREV；此控制方式，有利于同步关断时，加快关

断速度。

图 4

同步整流管关断

同步开通后，当 VDS大于关断阈值 VOFF且经过

Toff_delay_total时间后，把驱动电压降到开启阈值

VGS(th)以下，关断同步。导通时间小于 TONMIN，是

高的关断阈值（典型值 100mV）避免误关；导通

时间大于 TONMIN，是低的关断阈值（典型值

40mV）。

同步最小关断时间（TOFFMIN）

当同步超过关断阈值 VOFF关断后，为了避免误开

启同步整流。LP3525B 设置了最小关断时间

TOFFMIN（典型值 1.5us）。

保护功能

LP3525B集成了VCC欠压保护以及驱动脚去干扰

等技术。

PCB 设计

在设计 LP3525B PCB时，需要遵循以下指南：

两功率环路都要短

两功率环路不要交叉，要彼此分离

功率环路不要包围芯片

靠近 VCC加 1个大于 1uF的旁路滤波电容

VD1 和 VSS1 要尽量靠近 MOSFET1 的 Drain 和

Source，且走线要短

VD2 和 VSS2 要尽量靠近 MOSFET2 的 Drain 和

Source，且走线要短

VD1和 VSS1 采样回路走线以及 VD2 和 VSS2采
样回路走线，不要交叉，且都要远离功率走线

驱动走线要尽量短，与功率环路分开
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封装信息(SOP8L)

Symbol Dimensions in Millimeters Symbol Dimensions in Millimeters

A 1.35 1.75 E1 5.80 6.20
A1 0.05 0.25 E 3.80 4.05
A2 1.30 1.50 e 1.27BSC
b 0.30 0.51 L 0.40 1.27
c 0.10 0.25 θ 0º 8º
D 4.70 5.10 /

SOP8L 焊盘推荐尺寸


